
Measurement-Evaluation-Reliability Test
計測・評価

伝送線路計測  Transmission Line S-Parameter Measurement
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表面処理毎 Sパラメータ挿入損失 S21 by Surface Treatment
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Bare-Cu なし なし なし 1.9

DIG-1 なし なし 0.055 1.9

DIG-2 なし なし 0.055 1.2

DIG-3 なし なし 0.550 1.9

EPIG なし 0.040 0.052 1.6

ENIG 5.57 なし 0.052 1.0

ENEPIG-1 5.18 0.044 0.056 1.5

ENEPIG-2 0.18 0.042 0.054 1.8

サブストレート実装構造 Sパラメータ
S-Parameter from System Board to Substrate

SAP基板 Sパラメータ挿入損失
SAP Substrate S21
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<Structure> MSL
<RF Probe> GSGSG 150μm
<Calibration> SOLT
<Material> Low-k FR-4
<Surface Finish> ENIG

日本高純度化学株式会社様共同研究
出所：第39回 JIEP 春季講演大会論文集
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バックドリル Sパラメータ挿入損失 SDD21 by Stub Length
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環境温度毎 Sパラメータ挿入損失 S21 by Temp.

伝送線路構造：マイクロストリップライン
RF Structure：MSL

測定線路長：10mm
Line Length：10mm 0 20 40 60 80 100
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<Structure> Strip line
<RF Probe> GSG 250μm
<Calibration> TRL
<Line Length> 10mm
＜Z0＞ 50Ω
<Material> Build-UP film
<Inner Layer Surface treatment> CZ

電源インピーダンス計測  Input Impedance Measurement 基板小型化  PCB Miniaturization
部品内蔵基板 電源インピーダンス Input Impedance by Embedded Device Substrate
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Volume Production
Device Embedding

量産基板（2枚）
Volume Production

部品内蔵基板（1枚）
Device Embedding

出所：第38回 JIEP 春季講演大会論文集

BGA Pad

Probe Probe

半導体チップ温度計測  IC Temperature Measurement
放熱樹脂基板 ジャンクション温度 Junction Temp. by Power PCB

古河電気工業株式会社様共同研究
出所：第39回 JIEP 春季講演大会論文集

ベアチップ実装構造
Bare Chip on Substrate

ヒートシンク実装構造
Heat Sink Assembly

Bare Chip Heat Sink
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FR-4 PCB（Bare Chip）
FR-4 PCB（Heat Sink）

Power PCB（Bare Chip）
Power PCB（Heat Sink）
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加工条件評価
Process Condition 基板分析  PCB Analysis
ビア形成
Via Formation

LVH

レーザー加工後
Lasering

X線分析
X-ray

断面解析
X-section
Analysis

EDX元素分析
EDX Analysis

FT-IR分析
FT-IR Analysis

Memory Package

Embedding PCB

オンウエハーRF測定
On-Wafer RF Measurement

ガラスサブストレート材料測定
Glass Material Characteristic

信頼性試験  Reliability Test
冷熱衝撃試験

Temperature Cycling Test
信頼性試験基板
Reliability Test Board

イオンマイグレーション試験
Temperature Humidity Bias Test
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Stack-up: 12Layer AnyLayer
Material: Low-k FR-4
Pre-condition: 260℃ Reflow x 6pass
Test condition: -55℃ ⇔ 150℃ Stack-up: 8Layer HDI （3-2-3）

Design： Layer to Layer 50μm
Material: FR-4
Pre-condition: Baking 130℃ x 3H
Test condition: 85℃/85%/DC50V
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ウエハー/ガラスサブストレート測定
Wafer/Glass Substrate Measurement

<3L Strip line>
L1
L2
L3

表面実装基板
SMT PCB

部品内蔵基板
Embedded Device PCB

AMインターポーザー
Additively Manufactured Interposer

外観
Overview

内蔵部品厚み
Device Thickness

ー 0.5mm 2mm

部品実装面数
SMT Layers

4面
4 Layers

3面
3 Layers

6面（拡張可能） 
6 Layers （Expandable）

効果
Effect

リファレンス
Reference

厚み34%減
Height -34%

面積33%減
Area -33%

株式会社FUJI様共同研究


